


 สสารทกุชนดิประกอบดว้ยส่วนประกอบเล็ก ๆ ที่เรียกว่า “โมเลกลุ” มา
รวมตัวกัน โดยแต่ละโมเลกลุก็จะประกอบดว้ยส่วนที่เล็กมาก ๆ ซ่ึง

เรียกว่าอะตอม

 อิ เล็กตรอนที่อยู่วงนอกสุดเรียกว่า วาเลนอิเล็กตรอน (Valence 
Electron) จะมีผลตอ่ความสามารถในการน าไฟฟ้าของสสารนัน้

 สสารท่ีเป็นตวัน า (Conductor) จะมีอิเล็กตรอนวงนอกเพียง 1-3 ตวั
 ส่วนสสารที่มีอิเล็กตรอนวงนอกตัง้แต ่5-8 ตวั เราจะเรียกว่า “ฉนวน” 

(Insulator)
 ส าหรับสสารที่มีอิเล็กตรอนวงนอก 4 ตวั เชน่ ซิลิกอน (Silicon) และ

เยอรม์นัเนยีม (Germanium) จะมีสภาพการน าไฟฟ้าอยู่ระหว่างตวัน าและ
ฉนวน เราเรียกว่า “สารก่ึงตวัน า” (Semiconductor)





 สารกึ่งตวัน าบริสทุธ์ิ (Intrinsic Semiconductor) จะมีสภาพการน าไฟฟ้า

ที่ไม่ดี ดงันัน้ในทางปฏิบัติจึงมีการเติมสารอ่ืนเขา้ไป เพ่ือใหเ้กิดสภาพ

น าไฟฟ้าท่ีดกีว่าเดมิ เหมาะกบัการใชง้าน โดยการเติมสารหรือที่เรียก

กนัทบัศพัทว์่า การโดป (Doping) สารนัน้ จะมีได ้2 ลกัษณะคือ

 1. เติมสารท่ีมีอิเล็กตรอนวงนอก 3 ตวั เช่น อลมูิเนียม หรือ 

แกลเลียม ลงไป ท าใหเ้กิดสภาวะขาดอิเล็กตรอน คือจะมีที่ว่างของ

อิเล็กตรอน ซ่ึงเรียกว่าโฮล (Hole) มากกว่าจ านวนอิเล็กตรอนอิสระ 

ดว้ยเหตทุี่โฮลมีสภาพเป็นประจไุฟฟ้าบวก และเป็นพาหะส่วนใหญ่ของ

สาร ส่วนอิเล็กตรอน จะเป็นพาหะส่วนนอ้ย เราจึงเรียกสารกึ่งตวัน า

ประเภทนีว้่า สารก่ึงตวัน า ชนดิ P (P-type Semiconductor)



 2. เติมสารท่ีมีอิเล็กตรอนวงนอก 5 ตัว เช่น สารหนู หรือ 

ฟอสฟอรัส ลงไป ท าใหเ้กิดสภาวะมีอิเล็กตรอนอิสระมากกว่าจ านวน

ของโฮล ดว้ยเหตทุี่อิเล็กตรอนมีประจไุฟฟ้าลบและเป็นพาหะส่วนใหญ่ 

ส่วนโฮลเป็นพาหะส่วนนอ้ยของสาร เราจึงเรียกว่าเป็น สารกึ่งตวัน า

ชนดิ N (N-type Semiconductor)



 เมื่อน าสารก่ึงตวัน าชนิด P และ สารก่ึงตวัน าชนิด N มาเชื่อมตอ่กนั จะ

เกิดการรวมตวัระหว่างอิเล็กตรอนและโฮลบริเวณใกลร้อยตอ่นั้น โดย

อิเล็กตรอนในสารก่ึงตวัน าชนิด N จะรวมตวักบัโฮลของสารกึ่งตวัน า

ชนิด P ท าใหอ้ะตอมบริเวณรอยต่อของสารกึ่งตัวน าชนิด N
จะขาดอิเล็กตรอนไปเกิดเป็นสภาวะเป็นประจไุฟฟ้าบวก ซ่ึงจะตา้นการ

เคลื่อนที่ของโฮล ในขณะที่ อะตอมบริเวณรอยต่อของสาร P จะมี

อิเล็กตรอนเกินมา ท าใหม้ีประจไุฟฟ้าลบซ่ึงจะผลกัอิเล็กตรอนอิสระที่จะ

ว่ิงขา้มมาทางฝัง่ ของสาร P ดงัรปู





 บริเวณดงักล่าว จึงเป็นบริเวณปลอดพาหะ (Depletion Region) โดยจะ
เสมือนก าแพงกัน้ไมใ่หอิ้เล็กตรอน และโฮลของอะตอมอ่ืนๆ ภายในสาร

ก่ึงตัวน ามารวมกัน ถ้าตอ้งการให้พาหะทั้งสองฝั่งมารวมตัวกัน 

จะตอ้งใหแ้รงดันไฟฟ้า แก่สารใหม้ากกว่าระดับแรงดันไฟฟ้า ซ่ึงเกิด

จากประจบุริเวณรอยตอ่ โดยถา้เป็นสารก่ึงตวัน าที่ท ามาจากซิลิกอน 

ระดบัแรงดนัดงักล่าวจะอยู่ประมาณ 0.7 โวลท์ และ ในกรณีสารกึ่ง

ตัวน าที่ท ามาจากเยอรมันเนียม ระดับแรงดันดังกล่าวจะมีค่าต า่กว่า 

โดยจะมีค่าประมาณ 0.3 โวลท์



เมื่อเราจ่ายแรงดัน ต่อขัว้บวกเขา้กับ

สารชนิด P และตอ่ขัว้ลบเขา้กับสาร
ชนดิ N จะท าใหอิ้เล็กตรอนมีพลังงาน
เพิ่มมากขึ้น โดยถ้าแรงดันที่จ่ายมี

ระดับแรงดันสงูกว่าแรงดันตา้นกลับ

บริเวณรอย ตอ่ ก็จะท าใหอิ้เล็กตรอน

มีพลังงานสงูพอ ที่จะขา้มมายังฝั่ง

ตรงขา้มได้ เกิดมีกระแสไฟฟ้าไหล

เราเรียกการต่อแรงดันในลักษณะนี้

วา่ การไบอัสตรง (Forward Bias)



ในทางตรงกันขา้มหากเราท าการจ่าย

แรงดันกลับดา้น โดยใหข้ัว้บวกตอ่เขา้

กับสารชนิด N และต่อขั้วลบเขา้กับ

สารชนิด P จะท าให้มีการฉุดรั้ง

อิเล็กตรอนไมใ่หข้า้มมายังฝัง่ตรงขา้ม 

ท า ให้ไม่ เกิดกระแสไหล เรา เ รียก

ลักษณะการต่อแรงดันในลักษณะนี้ว่า 

การไบอัสกลบั (Reveres Bias)


